
MCP102/103/121/131
微功率电压监控器
特性

•  超低供电电流：1.75 µA （稳态最大值）

•  可以高精度监控以下电压：

- 1.90V、 2.32V、 2.63V、 2.93V、 3.08V、
4.38V 和 4.63V

•  在欠压条件下复位单片机

•  RST 引脚（低电平有效）：

- MCP121：低电平有效，漏极开路输出

- MCP131：低电平有效，漏极开路输出并带有
内部上拉电阻

- MCP102 和 MCP103：低电平有效，推挽式
输出

•  复位延时定时器 （典型延时为 120 ms）
•  提供 SOT23-3、 TO-92 和 SC-70 三种封装形式

•  温度范围：

- 扩展级：-40°C 至 +125°C （除 MCP1XX-195 外）

- 工业级：-40°C 至 +85°C （仅 MCP1XX-195）
•  无铅（Pb-free）器件

应用

•  关键单片机和微处理器电源监控应用

•  计算机

•  智能仪器

•  便携式电池供电设备

概述

MCP102/103/121/131 均为电压监控器件，用来使单片
机保持在复位状态，直到系统电压达到可供系统稳定工
作的适当电平并稳定下来。表 1 给出了这些器件的特
性。

封装类型

框图

表 1： 器件特性     
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注 1 ：仅 MCP131 器件

器件
输出 复位延时

（典型值）
封装引脚排列

（引脚 1、 2 和 3） 备注
类型 上拉电阻

MCP102 推挽式 无 120 ms RST、 VDD 和 VSS
MCP103 推挽式 无 120 ms VSS、 RST 和 VDD
MCP121 漏极开路 外部 120 ms RST、 VDD 和 VSS
MCP131 漏极开路 内部（约 95 kΩ） 120 ms RST、 VDD 和 VSS
MCP111 漏极开路 外部 无 VOUT、 VSS 和 VDD 见 MCP111/112 数据手册 （DS21889）
MCP112 推挽式 无 无 VOUT、 VSS 和 VDD 见 MCP111/112 数据手册 （DS21889）
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MCP102/103/121/131
1.0 电气特性

绝对最大值 †
VDD...................................................................................7.0V

输入电流（VDD）..........................................................10 mA
输出电流（RST）.........................................................10 mA
VDD 额定上升时间 ......................................................100V/µs
所有输入和输出引脚（除 RST 外）相对于 VSS 的电压

............................................................. -0.6V 至 (VDD + 1.0V)
RST 输出相对于 VSS 的电压 ............................-0.6V 至 13.5V
储存温度....................................................... -65°C 至 +150°C
加电时的环境温度 ........................................ -60°C 至 +125°C
加电时最大结温 .............................................................150°C
所有引脚上的 ESD 保护......................................................≥ 2 kV

† 注意：如果器件工作条件超过上述 “最大值”，可能会对器

件造成永久性损坏。上述值仅为运行条件极大值，我们不建议

器件在该规范规定的范围以外运行。器件长时间工作在最大值

条件下，其稳定性会受到影响。

直流特性
电气规范：除非另外声明，所有参数都在以下条件下测得：VDD = 1V 至 5.5V， RPU = 100 kΩ （仅 MCP121），

且 TA = -40°C 至 +125°C。

参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 条件

工作电压范围 VDD 1.0 － 5.5 V

可使 RST 为低电平的 VDD 规范值 VDD 1.0 － V IRST = 10 uA， VRST < 0.2V

工作电流 MCP102, 
MCP103,

IDD － < 1 1.75 µA 复位延时定时器 （tRPU）不工作

MCP121 － － 20.0 µA 复位延时定时器 （tRPU）工作

MCP131 IDD － < 1 1.75 µA VDD > VTRIP，且复位延时定时器

（tRPU）不工作

－ － 75 µA VDD < VTRIP，且复位延时定时器

（tRPU）不工作（注 3）
－ － 90 µA 复位延时定时器 （tRPU）工作（注 4）

注 1： 跳变点精度为典型值的 ±1.5%。

2： 跳变点精度为典型值的 ±2.5%。

3： RST 输出强制为低电平。在内部上拉电阻内有电流经过。

4： 包括流经内部上拉电阻和复位延时定时器的电流。

5： 此规范允许将器件用于需要在线串行编程（In-Circuit Serial Programming™， ICSP™）的 PICmicro® 单片机应用中

（电压要求见特定器件编程规范）。该规范不允许在漏极开路输出引脚 （VOUT）上存在持续的高电平。 VOUT 引脚电平

可以高于器件最大工作电压（5.5V）的总时间是 100s。输入 VOUT 的电流应限制在 2 mA，建议器件工作温度保持在

0°C 至 70°C 间（最好为 +25°C）。请参见图 2-33 了解更多详细信息。

6： 这是特性参数，未经 100％测试。
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MCP102/103/121/131
VDD 跳变点 MCP1XX-195 VTRIP 1.872 1.900 1.929 V TA = +25°C （注 1）
1.853 1.900 1.948 V TA = -40°C 至 +85°C （注 2）

MCP1XX-240 2.285 2.320 2.355 V TA = +25°C （注 1）
2.262 2.320 2.378 V 注 2

MCP1XX-270 2.591 2.630 2.670 V TA = +25°C （注 1）
2.564 2.630 2.696 V 注 2

MCP1XX-300 2.886 2.930 2.974 V TA = +25°C （注 1）
2.857 2.930 3.003 V 注 2

MCP1XX-315 3.034 3.080 3.126 V TA = +25°C （注 1）
3.003 3.080 3.157 V 注 2

MCP1XX-450 4.314 4.380 4.446 V TA = +25°C （注 1）
4.271 4.380 4.490 V 注 2

MCP1XX-475 4.561 4.630 4.700 V TA = +25°C （注 1）
4.514 4.630 4.746 V 注 2

VDD 跳变点温度系数 TTPCO － ±100 － ppm/°C

阈值迟滞

（最小值 = 1%，

最大值 = 6%）

MCP1XX-195 VHYS 0.019 － 0.114 V TA = +25°C

MCP1XX-240 0.023 － 0.139 V

MCP1XX-270 0.026 － 0.158 V

MCP1XX-300 0.029 － 0.176 V

MCP1XX-315 0.031 － 0.185 V

MCP1XX-450 0.044 － 0.263 V

MCP1XX-475 0.046 － 0.278 V

RST 低电平输出电压 VOL － － 0.4 V IOL = 500 µA 且 VDD = VTRIP(MIN)

RST 高电平输出电压

( 仅 MCP102 和 MCP103）
VOH VDD – 0.6 － － V IOH = 1 mA，仅 MCP102/MCP103

（推挽式输出）

内部上拉电阻

（仅 MCP131）
RPU － 95 － kΩ VDD = 5.5V

漏极开路输出的高电压

（仅 MCP121）
VODH － － 13.5 (5) V VDD = 3.0V，电压> 5.5V的时间 ≤ 100s，

输入引脚的电流限制为 2 mA，建议工

作温度 25°C
（注 5 和注 6）

漏极开路输出电流 （仅 MCP121） IOD － 0.1 － µA

直流特性 （续）
电气规范：除非另外声明，所有参数都在以下条件下测得：VDD = 1V 至 5.5V， RPU = 100 kΩ （仅 MCP121），

且 TA = -40°C 至 +125°C。

参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 条件

注 1： 跳变点精度为典型值的 ±1.5%。

2： 跳变点精度为典型值的 ±2.5%。

3： RST 输出强制为低电平。在内部上拉电阻内有电流经过。

4： 包括流经内部上拉电阻和复位延时定时器的电流。

5： 此规范允许将器件用于需要在线串行编程（In-Circuit Serial Programming™， ICSP™）的 PICmicro® 单片机应用中

（电压要求见特定器件编程规范）。该规范不允许在漏极开路输出引脚 （VOUT）上存在持续的高电平。 VOUT 引脚电平

可以高于器件最大工作电压（5.5V）的总时间是 100s。输入 VOUT 的电流应限制在 2 mA，建议器件工作温度保持在

0°C 至 70°C 间（最好为 +25°C）。请参见图 2-33 了解更多详细信息。

6： 这是特性参数，未经 100％测试。
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MCP102/103/121/131

       

图 1-1： 时序图

交流特性

温度特性

电气规范：除非另外声明，所有参数都在以下规定条件下测得：VDD = 1V 至 5.5V， RPU = 100 kΩ （仅 MCP121），

且 TA = -40°C 至 +125°C。

参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 条件

检测到 VDD 高于跳变点电压到 RST 失

效的时间

tRPU 80 120 180 ms 图 1-1 和 CL = 50 pF 

检测到 VDD 低于跳变点电压到 RST 有

效的时间

tRPD － 130 － µs VDD 从 VTRIP(MAX) + 250 mV 迅速

下降到 VTRIP(MIN) – 250 mV，请参

见图 1-1， CL = 50 pF （注 1）

RST 有效后出现上升沿的时间

（仅 MCP102 和 MCP103）
tRT － 5 － µs RST 为最终值的 10% 到 90%，请

参见图 1-1， CL = 50 pF （注 1）

注 1： 这些参数仅供设计参考，未经 100% 测试。

1V

1V

VTRIP

VDD

RST

tRPU

VOH

tRT

tRPD

VOL

电气规范：除非另外声明，所有参数都在以下规定条件下测得：VDD = 1V 至 5.5V， RPU = 100 kΩ （仅 MCP121），

且 TA = -40°C 至 +125°C。

参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 条件

温度范围

规定温度范围 TA -40 － +85 °C MCP1XX-195

规定温度范围 TA -40 － +125 °C 除 MCP1XX-195 外

最大结温 TJ － － +150 °C

储存温度范围 TA -65 － +150 °C

封装热阻

热阻， 3L-SOT23 θJA － 336 － °C/W

热阻， 3L-SC-70 qJA － 340 － °C/W

热阻， 3L-TO-92 θJA － 131.9 － °C/W
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MCP102/103/121/131
2.0 典型性能曲线

注：除非另外声明，所有参数都在以下条件下测得：VDD = 1V 至 5.5V， RPU = 100 kΩ （仅 MCP121，见图 4-1），且
TA = -40°C 至 +125°C。

图 2-1： IDD—温度曲线
（上电复位延时定时器不工作）（MCP102-195）

图 2-2： IDD—温度曲线
（上电复位延时定时器不工作）（MCP131-315）

图 2-3： IDD—温度曲线
（上电复位延时定时器不工作）（MCP121-450）

图 2-4： IDD—温度曲线
（上电复位延时定时器工作）（MCP102-195）

图 2-5： IDD—温度曲线
（上电复位延时定时器工作）（MCP131-315）

图 2-6： IDD—温度曲线
（上电复位延时定时器工作）（MCP121-450）

注： 以下图表来自有限数量样本的统计结果，仅供参考。所列出的性能特性未经测试，不做任何保证。一些图
表中列出的数据可能超出规定的工作范围（如超出了规定电源电压范围），因此不在保证范围内。
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MCP102/103/121/131

注：除非另外声明，所有参数都在以下规定条件下测得：VDD = 1V 至 5.5V，RPU = 100 kΩ（仅 MCP121，见图 4-1），
且 TA = -40°C 至 +125°C。

图 2-7： IDD—VDD 曲线
（上电复位延时定时器不工作）（MCP102-195）

图 2-8： IDD—VDD 曲线
（上电复位延时定时器不工作）（MCP131-315）

图 2-9： IDD—VDD 曲线
（上电复位延时定时器不工作）（MCP121-450）

图 2-10： IDD—VDD 曲线
（上电复位延时定时器工作）（MCP102-195）

图 2-11： IDD—VDD 曲线
（上电复位延时定时器工作）（MCP131-315）

图 2-12： IDD—VDD 曲线
（上电复位延时定时器工作）（MCP121-450）
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MCP102/103/121/131

注：除非另外声明，所有参数都在以下规定条件下测得：VDD = 1V 至 5.5V，RPU = 100 kΩ（仅 MCP121，见图 4-1），
且 TA = -40°C 至 +125°C。

图 2-13： VTRIP—温度—迟滞曲线
（MCP102-195）

图 2-14： VTRIP—温度—迟滞曲线
（MCP131-315）

图 2-15： VTRIP—温度—迟滞曲线
（MCP121-450）

图 2-16： VOL—IOL 曲线
（MCP102-195 @ VDD = 1.7V）

图 2-17： VOL—IOL 曲线
（MCP131-315 @ VDD = 2.9V）

图 2-18： VOL—IOL 曲线
（MCP121-450 @ VDD = 4.1V）
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MCP102/103/121/131

注：除非另外声明，所有参数都在以下规定条件下测得：VDD = 1V 至 5.5V，RPU = 100 kΩ（仅 MCP121，见图 4-1），
且 TA = -40°C 至 +125°C。

图 2-19： VOL—温度曲线
（MCP102-195 @ VDD = 1.7V）

图 2-20： VOL—温度曲线
（MCP131-315 @ VDD = 2.9V）

图 2-21： VOL—温度曲线
（MCP121-450 @ VDD = 4.1V）

图 2-22： VOH—IOL 曲线
（MCP102-195 @ VDD = 2.1V）
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MCP102/103/121/131

注：除非另外声明，所有参数都在以下规定条件下测得：VDD = 1V 至 5.5V，RPU = 100 kΩ（仅 MCP121，见图 4-1），
且 TA = -40°C 至 +125°C。

图 2-23： tRPD—温度曲线 （MCP102-195）

图 2-24： tRPD—温度曲线 （MCP131-315）

图 2-25： tRPD—温度曲线 （MCP121-450）

图 2-26： tRPU—温度曲线 （MCP102-195）

图 2-27： tRPU—温度曲线 （MCP131-315）

图 2-28： tRPU—温度曲线 （MCP121-450）
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MCP102/103/121/131

注：除非另外声明，所有参数都在以下规定条件下测得：VDD = 1V 至 5.5V，RPU = 100 kΩ（仅 MCP121，见图 4-1），
且 TA = -40°C 至 +125°C。

图 2-29： tRT—温度曲线 （MCP102-195）

图 2-30： tRT—温度曲线 （MCP131-315）

图 2-31： tRT—温度曲线 （MCP121-450）

图 2-32： 瞬态脉冲持续时间—
VTRIP （最小值） – VDD 曲线

图 2-33： 漏极开路泄漏电流—施加给 VOUT 引
脚的电压曲线 （MCP121-195）
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MCP102/103/121/131
3.0 引脚说明

表 3-1 列出了引脚说明。

表 3-1： 引脚功能表

引脚编号

符号 功能MCP102
MCP121
MCP131

MCP103

1 1 RST 输出状态
VDD 下降：
H = VDD > VTRIP
L = VDD < VTRIP

VDD 上升：
H = VDD > VTRIP + VHYS
L = VDD < VTRIP + VHYS

2 3 VDD 正电源

3 2 VSS 参考地
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MCP102/103/121/131
4.0 应用信息

对于许多当今的单片机应用，必须十分小心以防止电源
电压过低而导致的许多系统问题。最常见的电源问题是
欠压，系统电源短时降到工作电平以下。其次是缓慢衰
减的电源，它会导致单片机在没有足够的电压支持易失
性存储器（RAM）中数据的情况下开始执行代码，从而
产生不确定的结果。图 4-1 显示了典型的应用电路。

MCP102/103/121/131 均为电压监控器件，用于将单片
机保持在复位状态，直到系统电压达到并稳定在系统能
可靠工作的电平。这些器件还用来在出现欠压条件时保
护系统。

     

图 4-1： 典型应用电路

4.1 RST 的工作

RST 输出引脚的工作决定如何使用器件，并指示何时将
系统强制复位。需要使用内部参考电压设置电压跳变电
（VTRIP）来完成上述操作。此外，跳变点存在迟滞。

当 VDD 下降到门限电压以下时，掉电复位延时定时器
（TRPD）开始计时。定时器超时后，RST 引脚被强制为
低电平。

当 VDD 上升到门限电压以上时，上电复位延时定时器
（TRPD）开始计时。定时器超时后，RST 引脚被强制为
高电平， TRPU 有效并消耗额外系统电流。

实际电压跳变点（VTRIPAC）在最小跳变点（VTRIPMIN）
和最大跳变点（VTRIPMAX）之间。跳变点迟滞和延时定
时器（TRPU）能消除器件 VDD 处于跳变点时 RST 引脚
发生“抖动”。

图 4-2 给出了由 VDD 电压决定的 RST 引脚的波形，而
表 4-1 给出了 RST 引脚的状态。VTRIP 规范适用于 VDD
电压下降的情况。当 VDD 电压上升时，在 VDD 达到
VTRIP+ VHYS 以前， RST 不会被驱动为高电平。一旦
VDD 下降到电压跳变点以下，RST 引脚就会在一段最小
延时（TRPD）后被驱动为低电平。

表 4-1： RST 引脚状态    

         

图 4-2： RST 的工作由 VTRIP 和 VHYS 决定

VDD

VDD

MCLR 
（复位输入）
（低电平有效）

VSS

PICmicro®
单片机

RPU

注 1：由于输出是漏极开路的，MCP121需要电
阻 RPU。由于带有内部上拉电阻，
MCP131 不需要电阻 RPU。 MCP102 和
MCP103 不需要外部上拉电阻。

0.1
µF MCP1XX

VDD

RST

VSS

下列条件下的

RST 引脚状态：

器件 VDD < VTRIP VDD > 
VTRIP + VHYS

输出驱动器

MCP102 低电平 高电平 推挽式

MCP103 低电平 高电平 推挽式

MCP121 低电平 高电平 (1) 漏极开路 (1)

MCP131 低电平 高电平 (2) 漏极开路 (2)

注 1：需要外部上拉电阻

2：具有内部上拉电阻

VDD 
VTRIPMAX

VTRIPMIN
VTRIPACVTRIPAC 

VTRIPAC + VHYSAC

RST 

1V

<1V 违反了器件规范
tRPD 

tRPU 

tRPD 
tRPU 
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MCP102/103/121/131
4.2 VDD 瞬态负脉冲

复位所需的最小脉冲宽度 （时间）是设计上电复位
（Power-on Reset， POR）电路需要重点考虑的因素。
该时间称为瞬态脉冲持续时间，是该监控器件响应 VDD
下降的时间量。瞬态脉冲持续时间取决于 VTRIP – VDD
的幅度。瞬态脉冲持续时间一般随 VTRIP – VDD 的增加
而减小。

图 4-3 给出了典型瞬态脉冲持续时间与复位比较器过驱
动之间的关系曲线，MCP102/103/121/131 并不会因此
产生复位脉冲。从该曲线可以看出，瞬态脉冲从跳变点
电压越向下，产生复位所需的脉冲的持续时间就越短。
图2-32给出了MCP102/103/121/131的瞬态响应特性。

在尽可能靠近 VDD 引脚处接入一个 0.1 µF 的旁路电容
可以提高系统抑制瞬态脉冲干扰的能力（见图 4-1）。

图 4-3： 典型瞬态脉冲持续时间波形示例

4.3 上电复位延时定时器 （tRPU）

图 4-4 说明了器件的电流状态。在系统掉电时，器件电
流较小。电流取决于器件的 VDD 和跳变点。当器件 VDD
上升到电压跳变点（VTRIP）以上时，内部定时器开始
计时。该定时器会消耗额外电流，直到 RST 引脚被驱动
为（或释放）高电平。这段时间称为上电复位延时
（tRPU）。图 4-4 显示了 tRPU 有效的时间段（器件消耗
额外电流）。

图 4-4： 复位延时定时器波形

4.3.1 温度对上电复位延时定时器 （TRPU）
的影响

上电复位延时定时器的延时（tRPU）决定器件保持在复
位状态的时间长短。它受到 VDD 和温度两个因素的影
响。图 2-26、图 2-27 和图 2-28 显示了不同 VDD 值和温
度的典型响应。

时间（µs）0V

   
   

   
电
源
电

压

5V

VTRIP(MIN) - VDD

tTRANS

VTRIP(MAX)
VTRIP(MIN)

VTRIP

VDD

RST tRPU

    复位延时
定时器不工作

复位
延时
定时器
不工作复

位
延
时

定
时
器
工
作

请参见图 2-1、
图 2-2 和图 2-3

请参见图 2-4、
图 2-5 和 图 2-6

请参见图 2-1、
图 2-2 和图 2-3

上电
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MCP102/103/121/131
4.4 在 PICmicro® 单片机 ICSP™ 应用中
使用 （仅 MCP121）

图 4-5显示了一个使用MCP121来监控电压的典型应用
电路，其中通过 ICSP 对 PICmicro 单片机进行编程。请
参见 TB087 “Using Voltage Supervisors with
PICmicro® Microcontroller Systems which Implement
In-Circuit Serial Programming™”（DS91087）了解更
多信息。   

        

图 4-5： 带 ICSP™ 功能的 PICmicro® 单片机
典型应用电路

注： 建议使用一个 1 kΩ 电阻限制流经 RST 引
脚的电流。

VDD /VPP

VDD

MCLR 
（复位输入）
（低电平有效）

VSS

PICmicro®
MCU

RPU

0.1 µF

1 kΩ

MCP121
VDD

RST

VSS
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MCP102/103/121/131
5.0 封装信息

5.1 封装标识信息

   3 引脚 TO-92

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
YWWNNN

示例 ： 

MCP102
    195I

TO^^
      547256

图注： XX...X 客户信息
Y 年份代码（日历年的最后一位数字）
WW 星期代码（一月一日的星期代码为 “01”）
NNN 以字母数字排序的追踪代码

雾锡（Matte Tin， Sn）的 JEDEC 无铅标志
* 表示无铅封装。JEDEC 无铅标志（     ）标示于此种封装的外
           包装上。

注： Microchip 元器件编号如果无法在同一行内完整标注，将换行标出，因此会限制
表示客户信息的字符数。

3e

3e

3 引脚 SOT-23

 

     

器件编号
MCP1xx =

MCP102 MCP103 MCP121 MCP131

MCP1xxT-195I/TT JGNN TGNN LGNN KGNN
MCP1xxT-240ETT JHNN THNN LHNN KHNN
MCP1xxT-270E/TT JJNN TJNN LJNN KJNN
MCP1xxT-300E/TT JKNN TKNN LKNN KKNN
MCP1xxT-315E/TT JLNN TLNN LLNN KLNN
MCP1xxT-450E/TT JMNN TMNN LMNN KMNN
MCP1xxT-475E/TT JPNN TPNN LPNN KPNN

示例 ：

XXNN

3e
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MCP102/103/121/131
封装标识信息 （续）

            

器件编号
MCP1xx =

MCP102 MCP103 MCP121 MCP131

MCP1xxT-195I/LB BGN FGN DGN CGN
MCP1xxT-240E/LB BHN FHN DHN CHN
MCP1xxT-270E/LB BJN FJN DJN CJN
MCP1xxT-300E/LB BKN FKN DKN CKN
MCP1xxT-315E/LB BLN FLN DLN CLN
MCP1xxT-450E/LB BMN FMN DMN CMN
MCP1xxT-475E/LB BPN FPN DPN CPN

3 引脚 SC-70

正面

 
示例 ： 

 

反面

XXN YWW

            

器件编号
MCP1xx =

MCP102 MCP103 MCP121 MCP131

MCP1xxT-195I/LB BGNN FGNN DGNN CGNN
MCP1xxT-240E/LB BHNN FHNN DHNN CHNN
MCP1xxT-270E/LB BJNN FJNN DJNN CJNN
MCP1xxT-300E/LB BKNN FKNN DKNN CKNN
MCP1xxT-315E/LB BLNN FLNN DLNN CLNN
MCP1xxT-450E/LB BMNN FMNN DMNN CMNN
MCP1xxT-475E/LB BPNN FPNN DPNN CPNN

正面

 

示例 ：

   XXNN

或
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MCP102/103/121/131
3 引脚塑封小型晶体管 （TT）（SOT-23）

10501050β塑模底部锥度

10501050α塑模顶部锥度

0.510.440.37.020.017.015B引脚宽度

0.180.140.09.007.006.004c引脚厚度

10501050φ底脚倾角

0.550.450.35.022.018.014L底脚长度

3.042.922.80.120.115.110D总长度

1.401.301.20.055.051.047E1塑模封装宽度

2.642.372.10.104.093.083E总宽度

0.100.060.01.004.002.000A1悬空间隙 §

1.020.950.88.040.037.035A2塑模封装厚度

1.121.010.89.044.040.035A总高度

1.92.076p1外部引脚间距（基本）

0.96.038p引脚间距

33n引脚数

最大正常最小最大正常最小             尺寸范围

        毫米   英寸 *单位

2

1

p

DB

n

E

E1

L

c

β

φ

α

A2A

A1

p1

* 控制参数

注 ：
尺寸 D 和 E1 不包括塑模毛边或突起。 塑模每侧的毛边或突起不能超过 0.010 英寸（0.254 毫米）。
 

§ 重要特性

等同于 JEDEC 号 ：TO-236
图号 ：C04-104
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MCP102/103/121/131
3 引脚塑封小型晶体管 （LB）（SC-70）
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MCP102/103/121/131
3 引脚塑封晶体管 （TO）（TO-92）

432432β塑模底部锥度

654654α
0.560.480.41.022.019.016B引脚宽度

0.510.430.36.020.017.014c引脚厚度

2.412.292.16.095.090.085R塑模封装半径

4.954.644.32.195.183.170D总长度

4.954.714.45.195.186.175E1总宽度

3.943.623.30.155.143.130A底面到封装表面的距离

1.27.050p引脚间距

33n引脚数

最大正常最小最大正常最小             尺寸范围

        毫米    英寸 *单位

R

n1

3

α

p

L

B

A

c

β

1

D

2

E1

引脚尖到基面的距离 L .500 .555 .610 12.70 14.10 15.49

* 控制参数

塑模顶部锥度

注 ：
尺寸 D 和 E1 不包括塑模毛边或突起。 塑模每侧的毛边或突起不能超过 0.010 英寸（0.254 毫米）。
 等同于 JEDEC 号 ：TO-92
图号 ：C04-101
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MCP102/103/121/131
5.2 产品卷带式封装规范

图 5-1： 压模尺寸 （仅 8、 12、 16 和 24 毫米带）

图 5-2： 3 引脚 SOT-23/SC70 器件卷带式封装规范

K0

P

W

B0

A0

盖带

表 1： 载带 / 栅槽尺寸

外形 封装类型

载带尺寸 栅槽尺寸
输出数量
单位

卷直径
（mm）W

（mm）

P
（mm）

A0
（mm）

B0
（mm）

K0
（mm）

TT SOT-23 3L 8 4 3.15 2.77 1.22 3000 180
LB SC-70 3L 8 4 2.4 2.4 1.19 3000 180

标准卷轴走向

器件
标识

引脚 1

              用户进给方向

W

P
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MCP102/103/121/131
图 5-3： TO-92 器件卷带式封装规范

器件
标识

P

封

带
基
带

标识

面

              用户进给方向

W

标识

面

标识

面

注： 弯曲引脚仅用于卷带式封装。
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注：
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MCP102/103/121/131
附录 A： 版本历史

版本 B （2005 年 3 月）

下面列出了各版本的修改情况：

1. 增加了第 4.4 节“在 PICmicro® 单片机 ICSP™
应用中使用（仅 MCP121）”，介绍了有关将
MCP121 用于 PICmicro 单片机 ICSP 应用的内
容。

2. 在第 1.0 节 “电气特性”中增加了 VODH 规范
（针对 ICSP 应用）。

3. 增加了图 2-33。
4. 更新了 SC-70 封装标识，并在第 5.0 节“封装信

息”中增加了无铅标识信息。

5. 增加了附录 A：“版本历史”。

版本 A （2004 年 8 月）

•  本文档的最初版本。
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MCP102/103/121/131
产品标识体系

欲订货或获取价格、交货等信息，请与我公司生产厂或销售办事处联系。

   

器件： MCP102： 微功率电压监控器，推挽式
MCP102T：微功率电压监控器，推挽式

（卷带式）
MCP103：  微功率电压监控器，推挽式
MCP103T：微功率电压监控器，推挽式

（卷带式）
MCP121  微功率电压监控器，漏极开路
MCP121T：微功率电压监控器，漏极开路

（卷带式）
MCP131  微功率电压监控器，漏极开路
MCP131T：微功率电压监控器，漏极开路

（卷带式）

监控选项： 195 = 1.90V
240 = 2.32V
270 = 2.63V
300 = 2.93V
315 = 3.08V
450 = 4.38V
475 = 4.63V

温度范围： I = -40°C 至 +85°C （仅 MCP11X-195）
E = -40°C 至 +125°C （除 MCP11X-195 外）

封装： TT = 3 引脚 SOT-23B
LB = 3 引脚 SC-70
TO = 3 引脚 TO-92

器件编号 XXX X

温度监控
选项

  器件

示例：

a) MCP102T-195I/TT：卷带式， 
1.95V 微功率电压监控器， 
推挽式， -40°C 至 +85°C，
SOT-23B-3 封装。

b) MCP102-300E/TO：3.00V 微功率电压监控器，
推挽式，-40°C 至 +125°C，
TO-92-3 封装。

a) MCP103T-270E/TT：卷带式， 2.70V 微功率电
压监控器，推挽式，
-40°C 至 +125°C，
SOT-23B-3 封装。

b) MCP103T-475E/LB：卷带式， 4.75V 微功率电
压监控器，推挽式，
-40°C 至 +125°C，
SC-70-3 封装。

a) MCP121T-315I/LB：卷带式，3.15V 微功率电压
监控器，漏极开路，
 -40°C 至 +125°C，
SC-70-3 封装。

b) MCP121-300E/TO：3.00V 微功率电压监控器，
漏极开路，
-40°C 至 +125°C，
TO-92-3 封装。

a) MCP131T-195I/TT：卷带式， 1.95V 微功率电压
监控器，漏极开路，
-40°C 至 +85°C，
SOT-23B-3 封装。

b) MCP131-300E/TO：3.00V 微功率电压监控器，
漏极开路，
-40°C 至 +125°C，
TO-92-3 封装。

范围

XX

封装

X

卷 / 带
选项

– /
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请注意以下有关 Microchip 器件代码保护功能的要点：

• Microchip 的产品均达到 Microchip 数据手册中所述的技术指标。

• Microchip 确信：在正常使用的情况下， Microchip 系列产品是当今市场上同类产品中最安全的产品之一。

• 目前，仍存在着恶意、甚至是非法破坏代码保护功能的行为。就我们所知，所有这些行为都不是以 Microchip 数据手册中规定的

操作规范来使用 Microchip 产品的。这样做的人极可能侵犯了知识产权。

• Microchip 愿与那些注重代码完整性的客户合作。

• Microchip 或任何其他半导体厂商均无法保证其代码的安全性。代码保护并不意味着我们保证产品是 “牢不可破”的。

代码保护功能处于持续发展中。Microchip 承诺将不断改进产品的代码保护功能。任何试图破坏 Microchip 代码保护功能的行为均可视

为违反了《数字器件千年版权法案（Digital Millennium Copyright Act）》。如果这种行为导致他人在未经授权的情况下，能访问您的

软件或其他受版权保护的成果，您有权依据该法案提起诉讼，从而制止这种行为。
提供本文档的中文版本仅为了便于理解。请勿忽视文档中包含

的英文部分，因为其中提供了有关 Microchip 产品性能和使用

情况的有用信息。Microchip Technology Inc. 及其分公司和相

关公司、各级主管与员工及事务代理机构对译文中可能存在的
任何差错不承担任何责任。建议参考 Microchip Technology
Inc. 的英文原版文档。

本出版物中所述的器件应用信息及其他类似内容仅为您提供便

利，它们可能由更新之信息所替代。确保应用符合技术规范，
是您自身应负的责任。Microchip 对这些信息不作任何明示或

暗示、书面或口头、法定或其他形式的声明或担保，包括但不

限于针对其使用情况、质量、性能、适销性或特定用途的适用
性的声明或担保。 Microchip 对因这些信息及使用这些信息而

引起的后果不承担任何责任。如果将 Microchip 器件用于生命

维持和 / 或生命安全应用，一切风险由买方自负。买方同意在

由此引发任何一切伤害、索赔、诉讼或费用时，会维护和保障
Microchip 免于承担法律责任，并加以赔偿。在 Microchip 知识

产权保护下，不得暗中或以其他方式转让任何许可证。
 2006 Microchip Technology Inc.
商标

Microchip 的名称和徽标组合、 Microchip 徽标、 Accuron、
dsPIC、 KEELOQ、 microID、 MPLAB、 PIC、 PICmicro、
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AmpLab、 FilterLab、 Migratable Memory、 MXDEV、
MXLAB、SEEVAL、SmartSensor 和 The Embedded Control 
Solutions Company 均为 Microchip Technology Inc. 在美国的

注册商标。

Analog-for-the-Digital Age、 Application Maestro、
dsPICDEM、 dsPICDEM.net、 dsPICworks、 ECAN、
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In-Circuit Serial Programming、 ICSP、 ICEPIC、 Linear 
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